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【はじめに】有機薄膜トランジスタ（有機 TFT）は、印刷法を用いて低温で大面積なフィルム基

板上にデバイス作製が可能であるため、表示デバイスの駆動回路や、低コストな RFID タグ、フ

レキシブルセンサーデバイスなどへの応用が期待されている。これらの応用を考える上で、低消

費電力な相補型回路の実現は大変重要であり、その場合、塗布成膜可能で高性能な n 型有機半導

体が必要不可欠である。本研究では、n 型有機半導体特性を示すことが知られているベンゾビス

チアジアゾール骨格[1]に着目し、新規に可溶性を有する n 型有機半導体を開発した。本発表では

塗布成膜プロセスを最適化することで高移動度な n 型有機 TFT の作製に成功したので報告する。 

【実験】作製した n 型有機 TFT の構造を Fig.1 に示した。ガラス基板上に Al を真空蒸着で 30 nm

成膜しゲート電極を形成した。その基板上に、メラミン樹脂と poly(4-vinylphenol)(PVP)を混合し

た、架橋性 PVP を膜厚 220nm となるようスピンコート成膜した。次に、テフロン（AF1600X）を

1wt%で溶解させた溶液を、ディスペンサ装置によりチャネル部を囲むように塗布し、n 型有機半

導体を塗布成膜するための撥液バンク層を形成した。その後、開発した可溶性ｎ型有機半導体

（TU-1、宇部興産株式会社）を 0.2wt%の濃度の半導体溶液としてドロップキャスト成膜した。最

後に、ソース・ドレイン電極として Au を真空蒸着で 50 nm 成膜し、n 型有機 TFT を作製した。 

【結果・考察】塗布成膜後の TU-1 の顕微鏡写真を Fig.2 に示した。ドロップキャストされた n 型

半導体薄膜は、板状に 2 次元結晶成長している様子が観察され、この材料の結晶性が非常に高い

ことが分かる。TU-1 を用いた n 型有機 TFT の伝達特性を Fig.3 に示した。0V 付近から立ち上が

りヒステリシスの無い良好な伝達特性が観察された。オンオフ比は 7 桁以上を示し、飽和領域に

おける電界効果移動度は、最大で 0.63 cm
2
/Vs が得られ、可溶性ｎ型半導体材料としては非常に高

い移動度を示すことが分かった。Fig.2 の顕微鏡写真からも分かるように、高い結晶性が高移動度

を発現した要因と考えられる。また、作製した n 型有機 TFT を大気中に保管しても、移動度の低

下はほとんど見られず、大気安定な n 型半導体材料であることが分かった。当日は、塗布系 p 型

有機半導体と組み合わせた CMOS 回路応用に関する結果も合わせて報告する。 
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Fig. 1 Device structure 

of n-type OTFT. 

Fig. 2 Photograph of 

n-type OTFT. 
Fig. 3 Transfer characteristics 

of n-type OTFT. 
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